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論文内容の要旨
AaAsI_XP X( X二 0.38) 赤色発光ダイオーボ (L E D) の特性は n 型基板の発光特性等の品質と Zn
ドーピングによって形成される p 型層及び p-n接合の性質に強く依存する。本研究はこれらの事を
考慮してなされたものでその目的は大別して二つある。
一つは， Znイオン注入の LED製作への応用の為の基礎となる p 型層の電気的性質及び発光特性の
検討を行い LED応、用への適用性を明らかにすることである。これに関しては， Znイオン注入によっ
て形成した p 型層のキャリヤ分布や移動度等の電気的性質並びにホトルミネッセンス及びLEDの発
光特性等のアニール条件依存性及びそれら相互の関連を明らかにすると共に，これらの特性が改善さ
れた熱拡散法によるものと同等で、あること 即ち Znイオン注入がLED用 p型層形成に有効に利用し
得ることを明らかにした。
もう一つの目的は 基板構成元素イオン自身をイオン注入することによる n 型基板のホトルミネッ
センス特性への影響を明らかにし 更にイオン注入技術が基板品質の向上に有効に利用し得るという
新しい応用の実現性を示すことである。これに関しては，皿族のGaやBの低濃度イオン注入によりイ
オンの飛程よりー桁以上も深し ~，um オーダの領域にまでバンド端再結合発光強度の向上が得られること
を見出した。これは基板中に存在したGa空孔に関係したnative defect の減少によるものであること
が導かれ，イオン注入技術が皿-v族化合物半導体基板の化学量論的組成比及びその関連特性の制御
に有効に利用し得ることを初めて明らかにした。
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論文の審査結果の要旨
イオン注入技術はここ 10年間で長足の進歩をとげSiデバイスに対する不純物導入技術として製造プ
ロセスの中に定着してきた。しかし化合物半導体に対するイオン注入効果に関しては，まだ不明確な
点が多く実F祭のプロセスに使われた{列は少ない。
本論文はGaASo.62P 0.38 単結晶に Znイオンを注入することにより，高性能赤外発光ダイオードを製作
するための基礎研究をまとめたものである。発光ダイオードの特性は(1) n 型基板の品質， (2)Znイオン
の注入により形成された p 型層および、p-n接合の性質に強く依存している。まず， (1)に関してはGaAsP
の構成元素である Ga イオンの注入により n 型基板の発光特性が著しく改善されることを見出し，
イオン注入技術が化合物半導体基板の化学量論的組成比およびその関連特性の制御に有効に利用しう
ることを明らかにした。 (2)に関しては Znイオン注入により形成された P 型層の電気特性(キャリア分
布，移動度など)および発光特性(フォトルミネセンス，ダイオード発光など)のアンニール条件依
存性およびそれら相互の関連を明らかにし， Znイオン注入が発光ダイオード用 P 型層形成に有効に利
用しうることを示した。これらの研究は，イオン注入技術の化合物半導体への応用を著しく促進せし
めるものであり，学位論文として価値あるものと認める。
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